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SnOx系酸化物半導体は，Snの配位数により n型および p型伝導が可能である．しかし，優れた

n 型特性の一方，p 型は著しく特性が劣るとともに[1]，p 型 SnO は作製ウィンドウが非常に狭い

[2]．そこで我々は，酸素空孔（VO）サイトへの窒素（N）ドープによる n型 SnOxから p型伝導へ

の変換を試みている． N ドーピングは，VO との不要な電荷補償を起こさず，置換により効果的

なアクセプタとして機能することが知られているた

めである[3]．これまでに，スパッタ成膜した n型 SnOx

薄膜に対し，N2雰囲気中で 600℃アニールによる N

ドーピングを試み p型変換を報告している[4]．XRD，

XPS の解析から，アニーリングでの窒素拡散は表面

が支配的であるとともに，電気特性の向上には限界

があることがわかった．そこで今回，成膜時点でのバ

ルク内窒素置換を目的に，N2濃度を変えた Ar/N2中

でのSnOxスパッタ薄膜の窒素濃度依存性を調べたの

で報告する． 

Ar/N2 混合ガス雰囲気中で，RF マグネトロンスパ

ッタリングを用い，Nドープ SnOx薄膜（膜厚：100nm）

を成膜した．薄膜の評価は Hall 測定，XRD，XPS，

UV-visを用いた． 

Fig. 1に異なる窒素濃度で作製した Nドープ SnOx

の透過スペクトルを示す．窒素濃度の増加とともに

長波長側にシフトしていることが分かった．これは、

N が VOのパッシベーションとして機能し，VOが減

少したためだと考えられる[5]．Fig. 2に透過スペクト

ルから見積もった Tauc plotを示す．窒素濃度の増加

とともにバンドギャップが狭小化した．O と置換し

た Nが O 2p準位の直上に N 2p準位を形成すること

によるものだと考えられる[6]．また，透過率は薄膜

内部の情報も含むことから，N がバルク内に達して

いることを示している．電気特性や結晶構造，XPSに

よる結合状態の解析結果については当日議論する． 
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Fig. 1 UV-vis spectra of SnOx thin-film deposited at 

300 °C under various N2 concentrations. 

Fig. 2 Tauc plot of SnO
x
 thin-film deposited at 300 °C 

under various N
2
 concentrations. 
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